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InN 박막을 이용한 저결함 GaN 박막 성장연구 
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  Plasma-assisted molecular beam epitaxy법으로 자가 형성되는 InN 박막을 활용하여 GaN 박막

의 결함밀도를 감소시키는 성장 구조 조건에 대하여 연구하였다. Sapphire 기판 위에 저온에서 

GaN 핵층을 3 nm 두께로 성장하고, 그 위에 InN 박막을 성장 한 후, 고온에서 GaN을 성장 

하였다. InN박막의 성장 온도는 450oC이고, 성장 시간을 30초에서 1분 30초까지 각각 달리 하였

다. 실험결과 InN 층이 삽입된 GaN 박막이 상대적으로 고른 표면이 형성되는 과정을 reflection 
high energy electron diffraction로 관측하였고, atomic force microscope를 측정하여 표면 거칠기의 

개선을 확인하였다. InN 성장시간 변화에 따른 결정학적, 광학적 특성 변화를 x-ray diffraction, 
photoluminescence 이용하여 조사하였고, 본 연구를 통해 InN박막을 활용한 양질의 GaN 박막 

성장 가능성을 확인하였다.
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